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現在の主な深紫外光源はガス光源で短寿命かつ大型で有害物質による環境への負荷が大

きいという問題点があるため、小型で安価、安全な深紫外固体光源の研究が注目されており、

当研究室では MgZnO に着目している。MgZnO は最大 7.8 eV のバンドギャップをもち[1]、

深紫外(DUV)領域だけでなく、真空紫外(VUV)領域での固体光源実現の可能性を秘めている

が、高品質かつ高Mg組成のMgZnO薄膜の成長が課題となっている。 

MgO(001)基板上にミスト CVD法によって MgZnO薄膜を成長した。Mg、Znの前躯体に

はそれぞれMgCl2・6H2O、ZnCl2を用いた。原料溶液のMgと Znのモル濃度比[Mg:Zn]=90:10

とした試料では Fig.1 に示すように波長 212 nm の発光を観察した。さらなる短波長での発

光を目指し、[Mg:Zn]=95:5での成長条件を検討した。成長温度を 600℃から 800℃まで 50℃

刻みで変化させて成長した試料に対して X線回折(XRD)測定による構造評価を行った結果、

すべての試料で 001 方向に配向成長していることが確認された。成長温度 750℃の試料の

AFM 観察結果を Fig.2 に示す。成長温度 650℃以下では三次元的に成長した粗い表面モフ

ォロジ―が得られたのに対して 750℃ではステップ高さが原子 1層分に相当する 0.21 nmの

ステップ－テラス構造が得られ、成長温度が高くなることで拡散長が大きくなり、ステップ

フロー成長により表面平坦性が向上したと考えられる。800℃まで温度を上げると表面原子

の脱離が多く観察されたため、750℃が最適な成長温度であると考えられる。当日はこの結

果をもとに光物性についても発表する予定である。 
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Fig.1: CL spectra of the MgZnO thin film  

at the temperatures of 6 and 300 K. 

Fig.2: A surface AFM image of the MgZnO thin  

film grown at the temperature of 750℃ 
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